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日本からの輸入額は 1000 〜 1500 億円，同中盤 2000 〜 2500 億円，同
後半は 1700 億円程度である。これまで国産化率の上昇は漸増に留まり，
かつ輸入先はほぼ日本であることから，対日依存は半導体の生産規模の推
移にともない 1000 〜 2500 億円の幅で上下している。
製造装置に関しては，韓国の日本からの輸入は 2000 年代前半の 1000


















のいわゆる MOS 型 IC が注目される。
表 1 のように，MOS マイクロを構成する MPU（Micro Processor 
Unit）は，コンピューターの中央処理装置（CPU：Central Processing 




多く，PC 並みの性能を誇る MPU も製品化されている。PC 用としては，
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処理を高速に行うことを目的とした LSI で，汎用の MPU では実現できな
い安価かつ低消費電力ながら高性能な機能を提供する。携帯電話や PDA
に加えて，デジタルカメラ，電子楽器などさまざまな用途で利用されるが，
現状では携帯電話関係が 60 〜 70％を占める。近年は用途分野に合わせ
て多様化し，MCU にデジタル信号処理機能をもたせた製品も増えている
ため，MCU と区別をつけにくい。この分野の主要サプライヤーは米 TI で，
2009 年 75％のシェアを確保している。日系は弱小で（東芝７％），また
韓国勢は当該分野にはほとんど参入していない。
MOS ロジックには，前記の MPU，MCU，DSP を除いたロジック系
IC が含まれるが，機能面ではこれらと重複が多い。当初はゲート回路な
どの機能をひとつのパッケージにまとめた小規模な汎用ロジック IC が中
心であったが，近年はいわゆる ASIC とかシステム LSI と呼ばれる特定用
途向け LSI が多く含まれる（図 1 参照）。
ASIC（Application Specific Integrated Circuit）は特定の用途向けに
複数機能の回路を 1 チップに集積した LSI の総称で，単機能 IC と高性能
演算用 IC 以外のほとんどすべての IC 機能を含んでいるため，多種多様






さまざまな電子回路を 1 チップに集積した LSI で，前記のように SoC と
も呼ばれる。狭義にはカスタム LSI だけを指すが，広義には汎用の MCU
や DSP で実現する機能を加えた LSI を含める。特に複雑な回路機能を有
するデジタル・情報家電などの大量生産品において，LSI の小型化，高性
能化およびコスト削減のためにシステム LSI が開発・利用される。
DRAM （Dynamic Random Access Memory）は，読み書きが自由に
行える記憶素子で，電源を切ると記録内容が消失する揮発性の半導体メ
表 1　集積回路の製品分類（概要・用途・市場・サプライヤーなど）
（出所）WSTS（World Semiconductor Trade Statistics）などの各種資料より筆者作成。
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大きな NAND 型の市場拡大が著しい。NAND 型における 2009 年の世界
シェアは三星電子 40％，東芝 34％，マイクロン / インテル 15％，ハイニッ
クス 10％で，DRAM 同様韓国企業が世界市場で 50％前後と高いシェア
を占める。





















年 2560 億ドルに達した。リーマンショックによる世界経済低迷で 2009




　　　 Specific Integrated Circuit）は特定用途向けの IC，システム LSI はマイクロやロジック機能を中











































大きな NAND 型の市場拡大が著しい。NAND 型における 2009 年の世界
シェアは三星電子 40％，東芝 34％，マイクロン / インテル 15％，ハイニッ
クス 10％で，DRAM 同様韓国企業が世界市場で 50％前後と高いシェア
を占める。





















年 2560 億ドルに達した。リーマンショックによる世界経済低迷で 2009




　　　 Specific Integrated Circuit）は特定用途向けの IC，システム LSI はマイクロやロジック機能を中
































MOS マイクロ，MOS メモリーと続いている。MOS マイクロのなかでは
MPU が最も多く，メモリーでは DRAM が最大で，NAND 型のフラッシュ
（出所）WSTS（World Semiconductor Trade Statistics），予測は野村證券金融研究所。
図 2　世界の製品タイプ別半導体市場
（出所）野村証券金融研究所資料より筆者作成。
図 3　世界の MOS マイクロと MOS メモリー市場























































順位 1991 2001 2006 2009
1 NEC（8.0） Intel（16.1） Intel （12.1） Intel（14.2）
2 東芝（7.7） 東芝（4.4） 三星電子 （7.4） 三星電子（7.9）
3 Intel（6.7） ST Micro.（4.1） TI （5.0） 東芝 （4.3）
4 Motorola（6.4） 三星電子（4.1） 東芝 （3.9） TI （4.2）
5 日立（6.3） TI（3.9） ST Micro. （3.8） ST Micro. （3.7）
6 TI（4.6） NEC（3.5） ルネサス （3.2） Qualcom（2.9）
7 富士通（4.5） Motorola（3.1） AMD （2.9） Hynix (2.7)
8 三菱電機（3.9） 日立（3.0） Hynix (2.8) ルネサス（2.5）
9 松下電器（3.4） Infineon（2.9） NXP (2.4) AMD（2.1）
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なかで，MPU や DRAM のような汎用品の場合は，一貫生産による開発・















1990 年代のシステム LSI は，IDM（Integrated Device Manufacturer），
すなわち開発から製造までを一貫して行う企業のビジネスであった。しか
し，システム LSI 業界はファンドリーの登場により大きく変化しつつある。
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ファンドリーとしてシステム LSI の製造能力をもつ台湾の TSMC は，製造
の競争力強化に注力し，常に世界最先端の量産プロセスを構築している。
日本の半導体産業は，韓国企業による DRAM 事業でのキャッチアップ













TSMC の 3 大企業が，開発・生産への投資力の面から考慮しても，半導
体の技術革新の方向づけを担う世界有力企業である。
















ロジック系  インテル  52 45 48 57 54 62
TI  7.6 7.5 9 19.4 15 15
ST マイクロ  9.8 4.5 4.5-6 21.5 23.7 23-25 
インフィニオン  6.6 2.2 3.2-3.6  8.8 6.9 7-8
メモリー系  三星電子  40 40 50 35 35 40
ハイニックス  16 6.6 21 -  -  - 
マイクロン  29 6.3 8.5-9.5  6.8 6.5 7-8
ファンドリー系  TSMC  18.9 26.7 48 6.6 6-7 7-8
UMC  3.5 5.5 12-15 2.5 2 2-2.5
日系 （億円）  東芝  2,210 810 1,600 na  na  na 
ルネサス  870 520 600 na  na  na 
エルピーダ  890 440 1,150 na  na  na 
1970 年代 1980 年代 1990 年代 2000 年代
最小設計寸法 3～10μm 3～0.5μm 0.5～0.07μm 0.07～0.022μm       
(70～22nm)
メモリー集積度 16K 256K～1M 4M～1G 2G～8G
ウェハー直径
5インチ 6～8インチ 8～12インチ 12～18インチ
（125mm） (150～200mm） （200～300mm） （300～450mm）
急速な技術革新は，結果的に半導体の研究開発や製造設備面で大きな
投資を必要としている。表 4 のようにインテル，三星電子，TSMC といっ
た大手企業の設備投資額は年間 4000 〜 5000 億円に達し，同様に研究開
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（日本 7 兆 6000 億円　世界 2559 億ドル）
生産工程
前工程 （ウェハー工程）














（日本 1 兆 5030 億円　世界 654 億ドル）
設計 デザインツール
（日本 30 億円　世界 N.A ）
フォトマスク
（日本 800 億円　世界 18 億ドル）
シリコンウェハー
（日本 3000 億円　世界 106 億ドル）
化学品
（日本 400 億円　世界 132 億ドル）
特殊ガス
（日本 200 億円　世界 24 億ドル）
材料
製造装置
（日本 9000 億円　世界 321 億ドル）
検査装置
（日本 1200 億円　世界 53 億ドル）
環境装置

























( 単位 ： 100 万ドル )
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
予測
シリコンウェハー 7,559 5,238 5,593 6,526 7,997 8,536 10,320 11,981 15,568
化合物半導体ウェハー 969 665 638 662 729 698 687 676 764
マスク / レチクル 1,677 1,510 1,476 1,530 1,824 1,833 1,838 1,846 1,941
フォトレジスト 801 621 599 708 837 865 994 1,097 1,360
薬液 1,321 958 992 1,193 1,453 1,505 1,574 1,656 1,949
バルクガス 1,355 1,035 977 1,079 1,223 1,234 1,232 1,257 1,439
特殊ガス 982 682 738 843 1,029 1,066 1,197 1,255 1,520
ターゲット材 391 283 286 284 359 377 383 392 455
絶縁膜 /保護膜用塗布膜 338 231 228 237 275 272 265 269 306
CMP 用スラリー 283 270 275 343 441 461 503 553 672
前工程関連材料 15,676 11,493 11,802 13,405 16,167 16,847 18,993 20,982 25,974
リードフレーム 2,507 1,770 1,619 1,835 2,052 2,080 2,046 2,181 2,609
セラミック基板 1,420 1,012 989 1,108 1,269 1,215 1,203 1,329 1,629
プラスチック基板 1,666 1,379 1,325 1,796 2,302 2,921 3,673 4,214 4,560
TAB テープ 612 495 498 936 943 898 918 934 1,117
銀ペースト 126 80 93 113 140 149 185 200 242
ボンディングワイヤー 1,327 956 1,156 1,335 1,652 1,768 2,101 2,577 3,374
封止材 1,028 591 696 770 1,032 1,039 1,070 1,085 1,265
組立関連材料 8,686 6,283 6,376 7,893 9,390 10,070 11,196 12,520 14,796
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銀ペースト 126 80 93 113 140 149 185 200 242
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（単位 ： 100 万ドル）
2006 2007 2008 2009 2010 予測
前工程装置 26,708 29,708 20,586 11,051 18,733
　　ステッパー & スキャナー 6,094 7,286 5,225 2,765 4,713
　　コーター &デベロッパー 1,651 2,034 1,292 682 1,143
　　ドライエッチング装置 3,603 4,031 2,809 1,583 2,677
　　アッシング装置 323 411 288 151 255
　　洗浄 ･乾燥装置 2,017 2,295 1,683 911 1,545
　　酸化 ･拡散炉 489 614 439 228 385
　　アンプアニール装置 600 563 386 203 344
　　イオン注入装置 1,290 1,427 972 513 864
　　CVD装置 3,772 4,151 2,876 1,522 2,563
　　スパッタリング装置 1,873 1,890 1,228 685 1,156
　　エピタキシャル装置 387 407 261 132 220
　　CMP 装置 1,527 1,355 871 451 771
　　Cu メッキ装置 513 472 294 162 289
　　ウェハー検査装置 2,569 2,772 1,962 1,063 1,808
組立装置 2,063 2,377 1,725 1,181 2,148
　　ダイサー 295 474 365 262 476
　　ダイボンダー 493 596 427 274 491
　　ワイヤボンダー 722 706 501 348 638
　　TAB ボンダー 60 72 62 51 95
　　モールディング装置 403 429 303 207 377
　　マーキング装置 90 100 67 39 71
検査装置 （テスター含む） 5,906 4,663 3,166 1,415 2,510
その他装置 700 594 514 422 722
合　計 35,377 37,342 25,991 14,069 24,113





装置が使われる。世界市場がピークの 2007 年値では，装置全体の約 370
億ドルのうち，前工程装置は約 300 億ドル，後工程は組立・検査装置と
他の装置を含め約 70 億ドルとされ，高額なステッパー装置を含む前工程

































































（単位 ： 100 万ドル）
2006 2007 2008 2009 2010 予測
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に入ると PC 向けを中心とする DRAM に加えて，デジタルカメラ向けなど
のフラッシュメモリーへの参入で再び高い成長を果たし，生産規模は 2007
年 300 億ドルを超える水準に達した。生産の 90％前後を輸出に依存する韓
国の半導体産業は，リーマンショック後大幅な輸出減退に見舞われ，2007
年のピーク生産から 2008 年には 270 億ドル前後に縮小した。しかし，そ
の後はウォン安環境とともに新興国での PC などの半導体用途市場の回復



































取得・グループ化し，さらに 1977 年には 100％資本を確保して完全子会
社の三星半導体を設立する。その後 1980 年三星電子は三星半導体を吸収








て参入した（表 7 参照）。なかでも三星電子は，1983 年に 64K（キロビット）
DRAM の量産技術を確保した後，1985 年 256K DRAM，1988 年 1M（メ
ガビット）DRAM，1990 年 4M DRAM と継続して DRAM 事業の開発・
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19 件→シャープ （16KDRAM） 
　　　マイクロン （64K/256KDRAM） 
　　　SSI （64KSRAM， 64KEPROM， 1MDRAM） 
　　　インテル （8/16bit マイクロプロセッサー関
　　　連）　など





現代半導体 10 件→ （金星と同様）
（出所）『製品アーキテクチャ視点から見た韓国半導体産業の歴史と企業戦略』（東京大学 21 世紀 COE も
のづくり経営研究センター）。













MCU やシステム LSI 分野で事業拡大を積極化させている。しかし，KSIA
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韓国の半導体産業は，表 8 のように DRAM，SRAM，フラッシュメモリー
などのメモリー事業に特化している。DRAM 市場での三星電子，ハイニッ
クスのマーケットシェアは 2009 年 34％，22％と推測され，両社合わせ
て 56％に達し，日本勢（エルピーダ 17％）や米国勢（マイクロン 13％）
を大きく引き離して，韓国は世界最大の生産国となっている。また，フラッ
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は少なく（KSIA 調べでは 2009 年 181 社，うち上場企業 22 社），売上高


















ジセンサー，LCD パネル用のドライバー IC などの非メモリー事業分野も
徐々に育ち始めている。三星電子の半導体事業は全社売上の 20 〜 30％
を占めるコア事業であり，その収益性は，最近でこそ世界の景気低迷で落





研究開発費含めて 11 兆ウォン（全社の投資計画の約 40％）と通年の倍
の規模を計画し，DRAM や NAND 型フラッシュメモリーの生産増強によ
る盤石な体制作りに加えて，非メモリー開発 ･ 生産体制の強化や，微細化
（20nm → 10nm），大口径化（300mm → 450mm）といった先端プロセ
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三星電子 一貫生産 26 兆 8100
億ウォン





当面 DRAM/SRAM に加え NAND
型フラッシュメモリーに注力






一貫生産 7兆 9060 億
ウォン
1 兆ウォン 

















収して （2004 年） 出発した一貫
生産体制をもつ半導体企業
親会社の米マグナチップの投資








亜南半導体 （1995 年設立） と東
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化率は 2009 年 50％強とされ，20％程度の製造装置に比較すれば，かな
り国産化は進んでいる。 前工程では，フォトマスク，特殊ガス，プロセ
スケミカル，メタルターゲットなどが 70 〜 95％と高い国産化を示す一
方，シリコンウェハー，CMP スラリーは 30％前後，またフォトレジスト
も 50％を超える水準にある。ただしマスク材としてのブランクマスクは
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半導体材料全体後工程材料前工程材料後工程関連その他ＰＣＢモジュ ールダイアタッチメタル封止材ボンディング材料ＢＧＡ基板リードフレーム前工程関連その他材料ＣＭＰスラリーメタルタ ゲットプロ セスケミカル特殊ガスＰＲ関連材料フォトレジストマ スクブランクフォトマ スクエ ピタキシャルウェ ハシリコ ンウェ ハ ー
図 16　韓国の半導体材料の国内需要と国産化率（2009 年）
KSIA の資料によると，半導体材料の国産化は 1990 年代中盤 40％前




状況などから推測すると，日本からの輸入は，2000 年代初めの 1000 〜
1500 億円から 2000 年代中盤には 2000 〜 2500 億円に拡大したが，直
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体で 15％程度の国産化に留まっている。 ただし，CVD やイオン注入装
置など国産化が急速に進んでいる装置もみられる。組立工程では，アレ
イ関連ではほとんど国産化がみられないが，パッケージ関係では 43％の





















KSIA 情報での半導体製造装置の輸入先は，2009 年は米国 35％（2006
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2000 年前後は 500 〜 1400 億円で推移したが，2000 年代中盤には 2000









界市場に対し 1980 年代中盤は 50％前後のシェアを確保したが，1990 年
代中盤には 30％近くまでシェア低下を余儀なくされた。その後も日本企
業が得意としていた DRAM のシェア低下や単価減などが影響して，2000
年代に入るとさらに 25％以下まで低下し，過去 10 数年の間にシェア半
減の深刻な事態に陥っている。























普及拡大が DRAM 需要を爆発的に増大させた。韓国勢はこうした PC 向
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で，三星電子は次世代 256K DRAM 立ち上げのための研究開発と
設備投資を果敢に実行した。このことで市場回復時に先行者利益を
獲得できた。
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図ってきた。1990 年代以降半導体市場の多くは PC や携帯電話をはじめ
とする IT 分野が創造してきたものであり，この市場はコモディティー化
が激しく，この状況に合わせたマーケットイン・マーケティング戦略が不
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韓国企業の特徴と強み 韓国企業の課題 日本企業の対応
トップ
マネジメント
トップマネジメントにお
ける意思決定に財閥
オーナー （李会長）
が強く関与
意思決定者 （オー
ナー，専門経営者）の
半導体事業に対する
高い専門性
秘書室 ・構造調整本
部による支援体制 （果
敢な投資決定の裏づ
け調査 ・報告）
財閥オーナーのファミ
リー内での継承がもた
らす経営力や専門性
断絶の可能性
企業の大規模化によ
るマネジメントの分散
化と 「権限委譲」にと
もなう意思疎通の限界
企業の多角化結果を
反映し，必ずしも半導
体事業を熟知しない
経営者がトップにつく
ため，投資判断などの
意思決定が不十分
トップマネジメントの戦
略的な意思決定を支
援する参謀組織が存
在しない
設備投資 シリコンサイクルの底
（不況時）での果敢な
設備投資 ・研究開発
投資
①装置価格下落によ
　 る総投資額の軽減
②早期の投資回収に
　 よる高収益化
③次世代技術先取り　
　（微細化・大口径化）
技術の先端化にともな
う設備投資額のさらな
る規模拡大→先行投
資判断の不確定さ
脱メモリー事業におけ
る設備投資パターン
への対応
不況時は，業界全体が
生産調整を指向し，新
規
投資は常に先送り新
規投資期時期が遅れ
るため，半導体の価格
ダウンの影響を強く受
け，投資回収時期が遅
れ，低収益化
開発 ・製造
プロセス
開発と製造組織の立
地条件の近接化によ
る情報共有と事業化
意識の共有化
次世代開発エンジニ
アの製造現場への移
管による試作→量産
プロセス短縮化
コストと収益性を意識
した製造プロセスの構
築 （早期高歩留まり，
生産性重視の工程革
新）
ASIC，システムLSI 事
業といった脱メモリー
戦略の可否 （三星と
しての開発資産？）
脱メモリー事業におけ
るファンドリーとの競合
関係 （コスト競争力）
高学歴エンジニア中
心の開発部門が組織
的に優勢で，先端技術
志向が強く，工程プロ
セスが複雑かつ長くな
る傾向があり，設備単
価が高額化
製造品質や精度など
が優先事項となり，オー
バースペックなためコス
ト，生産性への配慮が
疎かになる
マーケティング マーケットイン＞プロ
ダクトアウト指向
アカウントユーザー
（大手PC メーカー）の
徹底的ニーズ把握（ス
ペック，量，時期など）
収益性を意識した製
品系列の選択と集中
（ハイエンド指向）
専門マーケティング人
員確保 （2000 年代中
盤で，半導体事業部
門で300 人前後）
脱メモリー事業開拓
脱メモリー事業におけ
る顧客対応 （メモリー
→ビックアカウント，脱
メモリー→多様なユー
ザー対応）
選択と集中戦略からの
脱皮の可能性
プロダクトアウト＞マー
ケットイン指向
先端技術の研究開発
成果を重視し，マーケ
ティング発想欠如
既存顧客への配慮も
あり品種が多様化し，
収益のでない製品もカ
タログ化
内販需要，国内需要
重視の傾向からマー
ケティング専門家が極
めて少ない （重要視し
ていない）
（出所）筆者作成。
表 10　韓国半導体企業（三星電子）の競争力の源泉と日本企業の対応　
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